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Реферат:
1. Дисертація присвячена експериментальному дослідженню оптичних властивостей кремнієвих,
германієвих квантових точок та вуглецевих кластерів в SiO2-матриці та дослідженню прихованих шарів SiO2,
SiC, SixGe1-x в кремнії, що формувалися за допомогою іонної імплантації та наступного
високотемпературного відпалу. Встановлено, що випромінювання Si/SiO2:Si+ зразків в області 620 нм і 740
нм має різну природу. Перша смуга ФЛ має дефектну природу. Друга смуга пов'язана із формуванням
кремнієвих квантових точок в SiO2-матриці. Методом спектроскопії КРС оцінено розміри нанокристалітів Si
та Ge в SiO2. Встановлено кореляцію між структурними особливостями вуглецевих кластерів в SiO2-матриці
та інтенсивністю ФЛ Si/SiO2-структур, імплантованих іонами С+. Оптичними методами встановлено, що
відмінність іонних радіусів атомів кисню та вуглецю від іонного радіуса кремнію може бути використана при
подвійній імплантації іонів О+ та С+ для ефективного формування в кремнії прихованих шарів SiO2 або SiC.
Визначено величини та розподіл механічних напружень в шарах Si, що виникають при іонно-променевому
синтезі прихованих SixGe1-x шарів.



2. The thesis is devoted to the experimental studies of optical characteristics of silicon and germanium quantum
dots as well as carbon clusters in SiO2-matrix and investigation of buried layers in silicon, formed by ion
implantation and subsequent high-temperature annealing. The emission of Si/SiO2:Si+ samples in the range of 620
nm and 740 nm is shown to be of different nature. The first photoluminescent band results from defects. The
second band is related to the formation of silicon quantum dots in SiO2-matrix. The size of Si and Ge
nanocrystallites in SiO2 is evaluated by Raman spectroscopic technique. A correlation between structural features
of carbon clusters in the SiO2-matrix and the photoluminescence intensity of C+ implanted Si/SiO2 structures is
obtained. As follows from the optical methods the difference in the ion radii of oxygen and carbon from that of
silicon can be used at double implantation of O+ and C+ ions for efficient formation of SiO2 and SiC buried layers in
silicon. The values a nd distribution of mechanical strains in Si layers, arising under ion-beam synthesis of buried
SixGe1-x layers are obtained.
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